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Fig 4 

(57) Abstract : The invention relates to a process for treating a structure, the structure comprising, from its back side to its front 
side, a carrier substrate (4), an insulating layer (3) and a useful layer (2), the useful layer (2) having a free surface (S), the structure 
being placed in an atmosphere containing chemical species (6), the chemical species (6) being capable of reacting chemically with 
the useful layer (2); this treatment process is noteworthy in that the useful layer (2) is heated by a pulsed laser beam (8), the beam (8) 
sweeping the free surface (S), the wavelength of the beam (8) differing by at most plus or minus 15 nm from a central wavelength, 
the central wavelength being chosen so that the sensitivity of the reflectivity of the structure (1) relative to the insulating layer (3) is 
zero. 
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L'invention conceme un procede de traitement d'une structure, la structure comprenant de sa face arriere vers sa face avant un sub -
strat support (4), une couche d'isolant (3), et une couche utile (2), la couche utile (2) presentant une surface libre (S), la structure 
etant place dans une atmosphere comprenant des especes chimiques (6), les especes chimiques (6) etant susceptibles de reagir chi -
miquement avec la couche utile (2); ce procede de traitement etant remarquable en ce que la couche utile (2) est chauffee par un 
faisceau (8) laser a impulsions, le faisceau (8) balayant la surface libre (S), la longueur d'onde du faisceau (8) s'etendant a plus ou 
mo ins 15 nm d'une longueur d'onde centrale, la longueur d'onde centrale etant choisie de sorte a ce que la sensibilite de la reflecti -
vite de la structure (1) par rapport a la couche d'isolant (3) soit nulle. 


